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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ＳｉＣからなり、アクティブ領域の周囲にターミネーション領域を有し、前記タ
ーミネーション領域の表面上がパッシベーション膜によって覆われる半導体装置において
、
　前記パッシベーション膜は、
　前記ターミネーション領域の表面に接する第１酸化シリコン膜と、
　前記第１酸化シリコン膜上に積層され、前記第１酸化シリコン膜に接する第２酸化シリ
コン膜と、
　前記第２酸化シリコン膜上に積層され、前記第２酸化シリコン膜に接する第３酸化シリ
コン膜と、
を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記第１酸化シリコン膜は熱酸化シリコン膜であり、前記第２およ
び第３酸化シリコン膜はＣＶＤ酸化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
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　請求項２において、前記第１酸化シリコン膜を構成する前記熱酸化シリコン膜は、犠牲
酸化膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１において、前記パッシベーション膜を構成する無機質の膜が、前記第１ないし
第３酸化シリコン膜のみであることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１において、前記ターミネーション領域はＪＴＥ構造を有することを特徴とする
半導体装置。
【請求項６】
　請求項１において、前記ターミネーション領域はＦＬＲ構造を有することを特徴とする
半導体装置。
【請求項７】
　半導体ＳｉＣからなり、アクティブ領域の周囲にターミネーション領域を有し、前記タ
ーミネーション領域の表面上がパッシベーション膜によって覆われる半導体装置の製造方
法において、
　熱酸化によって半導体表面に犠牲酸化膜を形成する第１工程と、
　前記第１工程で形成される前記犠牲酸化膜によって前記ターミネーション領域上に、前
記パッシベーション膜を構成する第１酸化シリコン膜を形成する第２工程と、
　前記第２工程で形成される前記第１酸化シリコン膜上に、ＣＶＤにより、前記パッシベ
ーション膜を構成する第２酸化シリコン膜を形成する第３工程と、
　前記第３工程で形成される前記第２酸化シリコン膜上に、ＣＶＤにより、前記パッシベ
ーション膜を構成する第３酸化シリコン膜を形成する第４工程と、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　さらに、図１に示すように、パッシベーション膜６は、ｎ－型ドリフト層２の上面にお
いて、表面電極８とフローティング電極９の間に位置する。表面電極８とフローティング
電極９の各一部は、パッシベーション膜６の表面上に乗り上げるように設けられている。
また、パッシべーション膜６は、ｐ＋型ガードリング領域３の端部の表面上，ｐ型ＪＴＥ
領域４の表面上，ｐ型ＪＴＥ領域４とｎ＋型フィールドストップ領域５の間に介在するｎ
－型ドリフト層２の表面上およびｎ＋型フィールドストップ領域５の端部の表面上に跨っ
て、これら表面上を覆うように設けられる。すなわち、本実施例において、パッシべーシ
ョン膜６は、ｐ＋型ガードリング領域３の一部の直上からｎ＋型フィールドストップ領域
５の一部の直上にかけて設けられ、ターミネーション領域におけるｐ型ＪＴＥ領域４の表
面全体、およびｐ型ＪＴＥ領域４とｎ＋型フィールドストップ領域５の間に介在するｎ－

型ドリフト層２の表面全体を覆っている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　図２に示すように、パッシベーション膜６は、実施例１と同様に、熱酸化シリコン膜６
ａおよび熱酸化シリコン膜６ａ上に順次積層される二層のＣＶＤ酸化シリコン膜６ｂ，６
ｃからなる。このようなパッシベーション膜６は、ｎ－型ドリフト層２の上面において、
表面電極８とフローティング電極９の間に位置する。表面電極８とフローティング電極９
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の各一部は、パッシベーション膜６の表面上に乗り上げるように設けられている。また、
パッシべーション膜６は、ｐ＋型ガードリング領域３の端部の表面上，４個のｐ型ＦＬＲ
領域１０の表面上，ｐ＋型ガードリング領域３とこれに近接するｐ型ＦＬＲ領域１０の間
に介在するｎ－型ドリフト層２の表面上，互いに近接する２個のｐ型ＦＬＲ領域１０の間
に介在するｎ－型ドリフト層２の表面上，ｎ＋型フィールドストップ領域５とこれに近接
するｐ型ＦＬＲ領域１０の間に介在するおよびｎ－型ドリフト層２の表面上，ｎ＋型フィ
ールドストップ領域５の端部の表面上に跨って、これら表面上を覆うように設けられる。
すなわち、本実施例において、パッシべーション膜６は、ｐ＋型ガードリング領域３の一
部の直上からｎ＋型フィールドストップ領域５の一部の直上にかけて設けられ、ターミネ
ーション領域における４個のｐ型ＦＬＲ領域１０の表面全体，ｐ＋型ガードリング領域３
とこれに近接するｐ型ＦＬＲ領域１０の間に介在するｎ－型ドリフト層２の表面全体，互
いに近接する２個のｐ型ＦＬＲ領域１０の間に介在するｎ－型ドリフト層２の表面全体、
およびｎ＋型フィールドストップ領域５とこれに近接するｐ型ＦＬＲ領域１０の間に介在
するｎ－型ドリフト層２の表面全体を覆っている。
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